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= Es condicién necesaria para aprobar el parcial que al menos el 60 % de cada ejercicio esté correctamente planteado.

= Se considerard: La claridad y sintesis conceptual de las respuestas y justificaciones, los detalles de los
gréficos/circuitos, la exactitud de los resultados numéricos.

= Cada uno de los dos ejercicios debe estar resuelto en hojasindependientes.

Calificacion:

Constantes: mg = 9.1 x 1073 kg; k = 1.38 x 10723 JK 1, h = 6.62 x 107**Js; ¢ = 1.6 x 1071 C; € 510, = 3.9;
ersi = 11.7; ¢g = 88.5 fFem 1.

1) a) Dos muestras de Silicio con misma geometria se diferencian entre si porque una de ellas es intrinseca,

y la otra estd débilmente dopada con Ny =1 x 10™ cm™3.

1) Indicar cuél de las dos muestras tendrd mayor conductividad a temperatura ambiente. Analizar
cualitativamente todos los parametros que influyen en su determinacién.

11) Si se eleva levemente la temperatura de trabajo, §cémo varfa la conductividad de cada una de las
muestras? Justificar analizando de forma cualitativa todos los parametros que se ven afectados por
el cambio de temperatura.

b) Para el circuito de la figura, con Isg = 100pA; Vpp =

3.3V; Rp = 10kQ) y donde el transistor tiene pardme- o Voo
tros Vp = 0.6V, k = pCL. " = 800pA V=2 y X — 0. 1
Hallar el maximo valor de Vgg para que el transistor se )
encuentre en saturacién. Para esa situacion, calcular Ip,

Vea Iss

Vas vy Vbs.

2) Se obtuvo el ancho de la zona desierta (X4(Vp)) de un diodo PN™ basado en silicio. De este dispositivo se
conoce Np = 1.2 x 10" em™3; 70 = 20mns; A = 0.1mm? y Iy = 290fA. A partir de los resultados de las
mediciones se armo el siguiente gréfico.

a) Caracterizar la juntura obteniendo los valores de Xg0; Na; ¢B

y Cjo. Qué representa el valor de la abscisa al origen y el de Xi [fmzl
la ordenada al origen.

b) Determinar cuél es el portador predominante en la corriente T3 T 4811078
del diodo y qué fenémeno de transporte predomina en las zonas \\\‘ """"""""""""""""" 359 x 10-8
cuasi-neutrales (QNR) y en la zona de vaciamiento (SCR) para AN
los valores positivos de Vp. F e 9.99 % 10~

¢) Dibujar y calcular el modelo de pequena senial del diodo en C 39« 109
cuestion cuando éste se lo polariza en directa mediante una : | L | Vo IV
fuente de 5V y una resistencia de 1.2k} considerando una '3 '2 '1 '1 P
Vbony = 0.7V. Se debe presentar todos los elementos del

modelo y sus expresiones analiticas.



